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１．概要（Summary） 

大気圧熱プラズマジェット（TPJ）を半導体表面に照射

することで酸化反応等が生じる。本研究では炭化ケイ素

（SiC）半導体に TPJ を照射することで生じる表面反応層

の化学結合状態評価を広島大学ナノデバイスバイオ融合

科学研究所の X 線光電子分光装置（XPS）にて行い、照

射条件と表面反応層の関係を明らかにするべく実験を行

った。TPJにガスを加えることで、比較的低温の加熱条件

においても SiC 表面の化学結合状態が変化し、Si-C-O 

もしくは Si-C-O-N が形成されていると考えられる結果が

得られた。また、加熱温度が高い条件ではSiO2層が形成

されていることが分かった。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

X線光電子分光装置(XPS) 

 

【実験方法】 

４H-SiCウエハの Si面に対し、Ar と添加ガスの混合ガ

スによりTPJを生成した後、放射温度計によりSiC表面の

温度を測定しながら TPJ 照射を 1 分間行った。その後、

X 線光分光装置により Si 2p軌道の評価を行い、SiC表

面の化学結合状態を評価した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Figure 1にSi 2p軌道のXPSスペクトルをそれぞれ示

す。未処理の SiC ウエハから得られたスペクトル

（Reference）からは SiC のピークと表面酸化層のピーク

が観測されるた。一方、800℃程度の高温で熱処理され

た Sample Bの条件においては表面に SiO2層が形成さ

れていると考えられる結果を得た。これは大気中の酸素が

TPJによりオゾン化することで表面の酸化反応が促進され

ることに起因することが分かっている[1]。一方、400℃程

度で熱処理したサンプル（Sample A）からは SiC と SiO2

の間にピークが現れた。これは Si-C-O 関連の結合である

Si1+、Si2+のピークもしくは Si-O-N 関連の結合ピークと考

えられる[2]。これらのことから、TPJ照射によりSiC表面の

結合状態を制御できる可能性が示唆された。 

 

 

Fig1. XPS spectra of Si2p orbit. 
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